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Révision de fa présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a P'établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux dela CEJ et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@ Bulletin de la CEX

® Rapport d’activité de la CEX

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

IEC Bulletin

@ Report on IEC Activities

e o
Pybtiéammetienment

@  Catalogue des publications de Ia CEX

Pupblié annuellement

Terminologie

En c¢ qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporte}a a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-

technigfie International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitrds séparés traitant chacun d’un sujet défini, 'Index
général | étant publié séparément. Des détails complets sur Jg
V.E.I. peuvent &tre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente\publicafi
ont été soit repris ‘du V.E.L., soit spécifiquement approuvés aux
fins de gette publication.

Pour|les symboles Braphigques, sy
d’usage| général app .
— la Publication 27 de TN

en [électrotechnigue )

— la Publication 11

Les gymbole
ont été|soi
spécifiguement™a

s daris Ia présente publication
27 ou 117 de la CEI, soit

Comité d’Etude

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,

qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le

Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

I—‘ublish'ed-yvady
@  Catalogue of IE
Published yeg

blications

Terminology

ogy, readers are refprred to IEC Publi-
ctrotechnical Yocabulary (I.E.V.),
form of separate chapters each dealing
¢ General Index being published as a
Full details of the I.E.V] will be supplied on

Theterms/and definitions contained in the present publication
have either been taken from the I.E.V. or Have been specifically
oved for the purpose of this publicatipn.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbol§ and signs approved
by the IEC for general use, readers are feferred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to| be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended| graphical symbols.

The symbols and signs contained in thd present publication
have either been taken from IEC Publicdtions 27 or 117, or
have been specifically approved for the pyrpose of this publi-
cation,

Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Dixiéme complément a la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX

DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie : Principes généraux des méthodes de mesure

PREAMBULE

1

2) Ces décisions constituent des recommandations intgrnatiqnates/et @ agiéges comme telles par les C
3) Dans le but d’encourager 'unification i veeu que tous les Comités n
dans leurs régles nationales le texte de la 1, dans la mesure ot les condif
permettent. Toute divergence entre I a CEI et la régle nationale corresponds
Phiére.
La prése i omité d’Etudes N° 47 de la CEI: Dispositifs & semicond
intégrés.

janvier 19%3.

Ies_pays suivahts se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de ce projet:

Comités d’Etudes
¢ mesure possible

bmités nationaux.

tionaux adoptent
ions nationales le
nte doit, dans la

ucteurs et circuits
fa Publication 147

£ Publication147-1

(1971). Un projet,
des Six Mois en

Allpmagnp qunn

Australie Portugal
Belgique Roumanie
Canada Suede
Danemark Suisse

Finlande Tchécoslovaquic
Isragl Turquie

Italie

Le Comité national du Royaume-Uni a voté contre la publication de ce projet.

La section sept résulte des travaux qui ont débuté & Londres (1968) et se sont poursuivis & Leningrad (1969) et Monte-Carlo
(1970). Un projet, document 47(Bureau Central)376, a été soumis a I’approbation des Comités nationaux suivant la Régle

des Six Mois en juin 1971; seul I'article 6 a été accepté pour publication.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Tenth supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

FOREWORD

1) The fogmal decisions or agreements of the TEC on technical matters, preparegd by i all the
Nationpl Committees having a special interest therein are represented, expro Qe htional
consengus of opinion on the subjects dealt with.

2) They hpve the form of recommendations for international use and in that

sense.

3) In ord¢r to promote international unification, 5 adopt
the tex} of the IEC recommendation for their natiogal rides A i rgence
betweep the IEC recommendation and the correspohding hation: ¢ ficated

in the fatter.

reuits.

This publication hasre' red by D

1t constltutes the tenth su@p ergd Principles of Measuring Methods, of IEC Publication 147. Part 1,
dealing wikh essential ratings 2 3 exf d as TEC Publication 147-1.

This supplement dea

Section |Five xe Q y grk stdrted in Monte-Carlo (1970) and continued in Stockholm (1971). A draft) Docu-
ment 47(Ce e was subiyitted to the National Committees for approval under the Six Months’ Rule in January
1973.

The following-coumntries votett explicitly in favour of publication of this draft:

Australia ftaly
Rs\]ginm Inpan
Canada Portugal
Czechoslovakia Romania
Denmark Sweden
Finland Switzerland
Germany Turkey
Israel

The United Kingdom National Committee voted against publication of this draft.

Section Seven results from the work started in London (1968) and continued in Leningrad (1969) and Monte-Carlo (1970).
A draft, Document 47(Central Office)376, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months’
Rule in June 1971; Clause 6 only was accepted for publication.
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Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de Iarticle 6:

-8 —

Afrique du Sud (République d”) Japon

Australie Portugal
Belgique Roumanie
Canada Royaume-Uni
Danemark Suede

Fintande Suisse

France Tchécoslovaquie
Israél Turquie

Italie

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Le Comité national des Etats-Unis d’Amérique a voté contre la publication de cet article.

Le reste de la section sept a été soumis & nouveau & Papprobation des Comités nationaux (document 47(Bureau Central)492)

suivant la Procédure des Deux Mois en octobre 1973.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de ce projet:

Belgique

Canada

Danemark

Etats-Unis d’Amérique
Pologne

Portugal

Le Comité national italien a voté contre la publication de ce projet

O

Roumanie
Suede
Suisse
Tchécoslo
Turquie
Uniop' de

viétiques
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The following countries voted explicitly in favour of publication of Clause 6:

Australia Japan

Belgium . Portugal

Canada Romania

Czechoslovakia South Africa (Republic of)
Denmark Sweden

Finland Switzerland

France Turkey

Israel Union of Soviet Socialist Republics
Ttaly United Kingdom

The United States of America National Committee voted against publication of this clause.

The rest of Section Seven was submitted again to the National Committees (Document 47(Central Office)492) for
approval under the Two Months’ Procedure in October 1973.

The following countries voted explicitly in favour of publication of this draft:

Belgium Romania
Canada Sweden
Czechoslovakia Switzerland
Denmark Turkey
" Poland Union of Soviet Socia pixblies
Portugal United States of Xin

The Itallan National Committee voted against publication of this draft.

A\
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Dixiéme complément a la Publication 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX

DES METHODES DE MESURE

Deuxi¢me partie : Principes généraux des méthodes de mesure

CHAPITRE I: DIODES A SEMICONDU

SECTION CINQ — DIODES A CAP T RMABL

Page 46 tle la Publication 147-2F de la CE1

CAS DES !
Apres Uarticle I, ajouter le texte s

2. Miéthode de la cavité

ectif supérieur
ariations de la

est utilisable jusqu’a une fréquence de mesure de 15 GHz (tandis que la

quence supérieure

Zﬂ,_,.,,—Bouchon fileté
N7 -
Varactor
k Bobine d'arrét
Isolant diélectrique

512178

FiG. 1. — Exemple de cavité.
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Tenth supplement to Publication 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR
DEVICES AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2 : General principles of measuring methods

CHAPTER 1: SEMICONDUCTOR DIODES

SECTION FIVE — VARJABLE-CAPACITANCE DIQ

Page 47 of | EC Publication [47-2F

CASE OF VARACTOR( DIOD

After Clquse 1, add the following text:

2. Cavity method

Noje. — It is considered th

s

ﬂ_//‘Retaining cap
N
SR\ % N
s = Varactor
= ]
Choke

N

Fi16. 1. — Example of cavity.

512]78

This method is satisfactory for meqsuri 3 ing an effective quality factor
ex¢eeds 15 at the measugingX % are nof affected by changes in the series resi
with bias.

which
tance

hod 1,



https://iecnorm.com/api/?name=8452d41b938fe14859359fdcf2a5bda2

12 —

2.1 Théorie

Dans cette méthode, on évalue I’effet d’une diode varactor sur la fréquence de résonance et sur le
facteur de qualité d’un résonateur a cavité coaxiale, dont la longueur est voisine d’une demi-longueur
d’onde a la fréquence de mesure. La diode est placée entre le conducteur central et la paroi plane de

la cavité, comme il est indiqué dans la figure 1, page 10.

) . . . ¢ r 7 ’ e
Afin de limiter la plage de variations de la fréquence de la cavité résonante lorsque la capacité de
jonction varie ou que I'on change le varactor, il convient d’utiliser un résonateur ayant un rapport

élevé du diamétre extérieur au diamétre intérieur des conducteurs (forte impédance
de la cavité coaxiale).

caractéristique

Cette mesure permet d’obtenir la capacité de jonction Cy, et la fréquence de coupure fo, pour la

tension de Pn]m‘iqqﬁnn v

Ces grandeurs permettent de déterminer Ja résistance série rs et
du varactor.

facteuide\qu4g

Les caractéristiques suivantes doivent étre déterminées
Jro = fréquence de résonance de la cavité contena
Q.o = facteur de qualité de la cavité contenant ; \pour laMension de

C, = capacité parasite du boitier du varaCtor

C(V) = S e bas dquence du varact
, tensjon de polarisation, ay
V) ce de Ja cavité contenant le vara

ur la tension de polarisation ¥, est:

Cjo = C’I‘( Vo) - Cp

f‘co =2ak Qro Cjo

ol k est un facteur de correction introduit pour tenir compte des pertes dans les paf

lité effectif Qe

polarisation V,

polarisation V,

br (capacité de
tour de V,
ctor en fonction

ne diode fictive
esurée

e courbe permet

(D

@

ois de la cavité;

pour 12 deuxieme frequence de resonance I BV, it estdonme par:

3)
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Theory

In this method, the effect is evaluated of a varactor diode on the resonant frequency and Q-factor
of a coaxial cavity resonator about half-wavelength at the operating frequency. The diode is mounted
between the centre conductor and the plane wall of the cavity resonator, as shown in Figure 1,
page 11.

to

In order to limit the range of variation of the cavity resonant frequency when the junction
capacitance or the diode is changed, it is essential to use a resonator having a large ratio of external

internal conductor diameter (high-characteristic impedance of the coaxial cavity).

This method will determine the junction capacitance Cj;, and the cut-off frequency f;, at bias
voltage V.

[hese quantities enable to determine series resistance ry and effective Q-factop Qe rctor.
I'he following characteristics must be determined for the cavity:
Jfro| = resonant frequency of the cavity with the varactor, at tie biasyb
0yb = loaded Q-factor of the cavity with the varactor, at
Cy| = stray capacitance of the varactor case
Cof(V) = the variation of the total low-frequency cap iance)
versus the bias voltage, around ¥,
f+(F) = the variation of the resona ltage,
around ¥,
f/ Lmmy
0
ve can be derived which represents f, versps Cy.
T fed, “a” being the slope of the cutve at Cp = Cy (V5).
e bias voltage V,, is given by:
Cyo = Ca(Vo)— G, M
ag
feo=2ak Qw Cj ?)
where ‘% is a corréction factor introduced to take into account losses in the cavity walls; for the
secord TEM resonance frequency, it is given by:
1
k=
1___ QI‘O :f;
Q" V fro
Series resistance, at the bias voltage V,,, is given by:
1
3
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et le Q effectif Qe, pour la tension de polarisation V,, est donné par:

Jeo
_ — 4
Qese Fo C))
2.2  Mesures
2.2.1 Schéma
éné \ i
c?e r;i;tae‘ur »—1 Fréquencemeétre Lned!;-:%?gf Polarisation
Y " \!
Coupleur symétrique 20 dB |
— -
/
Ligné fendue \ avité
_ N
Détecteur C?@e daptée
\ 513178

:n(r—l—l)szg

P 4r Jeo

Cio V2,

ATantria da 10 ~d
TRt ee—ae 1=t

A 11
TavelIa 1

< 1z IR} T O-SN +onefandia
OU 7 GCSIEICIC N O (OU oo HeStt TERCTCRGHT

&tre modulé en
.0.8. (T.0.8));

ble pour éviter

leur donnée par

vité. Comme la

limite de la puissance incidente n’est pas critique, on peut prendre pour fo, une valeur approximative.

2.2.3 Exécution

2.2.3.1 Mesure de f{(V) et de fro

Effectuer la mesure de la fréquence de résonance f,(V) pour un certain nombre
polarisation autour de ¥V, (par exemple si V,
—4V; —4,5V; —5V; =55V; —6V; —6,5V; —7V; —=7,5V).

de valeurs de la

—6 V, on peut mesurer f; pour les tensions suivantes:
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2.2

2.2.1

2.2.2

223

2.2.3.

15 —

and the effective Qe at bias voltage V, is given by:

Q - ﬁ:o
ff —
T o
Measurements
Circuit diagram
Signal . V.S.W.R. i
generator »—| Frequency meter indicator Bias

)

/A\\ S
\SIRS

tche

Detector Selectiv
voltme@

513178

2 2
p=TU D e oy

4r o

where r indicates the V.S W R in the slotted line at the inpnt of the cavity. Since the limita

20 dB symmetrical coupler v (\
— )
v <
Slotted line Cinity |
-~ \

bpriate
20 dB

mal ¥, must be low enough to ensure that non-linearify does

ion on

the incident power is not critical, an estimated value can be used for fe.

Measurement procedure

1  Measurement of f (V) and fro

The measurement of the resonant frequency fi(V) is performed at a number of bias points around
V, (e.g. if V, = —6V, f; can be measured at the following voltages: —4 V; —4.5V; —5V; —5.5V;

—6V; —65V;, =7V; =7.5V).
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On effectue la mesure en recherchant un minimum de la puissance réfiéchie lorsqu’on fait varier la
fréquence du signal. Pour avoir une bonne précision, il est préférable de déterminer f, comme étant
la moyenne de deux fréquences situées de part et d’autre de f; pour lesquelles la méme puissance est
réfléchie par la cavité. .

2.2.3.2 Mesure de Qo
Amener la tension de polarisation & V, et déduire la valeur de Q,, de la mesure de R.0.S. (ou
T.0.8)).
2.2.3.3 Mesurede f' et de Q'

Obtenir ces valeurs de la méme fagon que f; et Oy, une fois le varactor remplacé par une diode
fictive.

Ces deux valeurs sont des caractéristiques fondamentales de la cayité.

2.3 Mesure de Cx(V) et de C,

On obtient la capacité totale du varactor:

Ce(V) = G(V) -+

ou:

vy et Vo = deux valeurs de la tension de~polarisatio gs avec le signe moins pour la polarisation inverse)
ifférod i par exempte 0,7 V pour les diodes au silicium)
- i ¢ la variatien de ¢4 en fonction de ¥

SECTION SEPT — DIODES MELANGEUSES (UTILISEES EN HYPERFREQUENCES)

1. Généralités

Bien que I'on puisse effectuer sur la diode un certain nombre de mesures isolément, il est nécessaire,
pour évaluer le fonctionnement de la diode, d’indiquer une disposition normalisée du montage,
afin d’obtenir des mesures satisfaisantes. En général, le dispositif de montage a la forme d’un
support normalisé conforme aux besoins. Si le support est ajustable, tous les réglages sont faits
pour satisfaire aux exigences de la mesure.
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The measurement is performed by varying the signal frequency and observing the value for
minimum reflected power. To ensure a high accuracy, it is better to determine f; as the average
between two frequencies adjacent to f, which have the same power from the cavity.

2.2.3.2 Measurement of Qo
Set the bias voltage to ¥, and determine the value of the loaded @, by means of V.S.W.R.
measurement.
2.2.3.3 Measurement of f" and Q'

These values are obtained in the same way as f; and @y, after the varactor has been replaced by
a dummy diode. ‘

These are fundamental characteristics of the cavity.

2.3 Mdasurement of Co(V) and C,

N

[he total capacitance of the varactor diode:

Ce(V) = C(V) + Gy

is ¢btained by a conventional low-frequency bridge measurem

The value of C, can be deduced using the expression;
o o 0= V)" Cu(¥s) — (o < V)" CalFs)
P < V)

whére:

2.4  Difect measurement PR Cy

s can be vd the

setpiconduct

Add the following se

SECTION SEVEN — MIXER DIODES (USED AT MICROWAVE FREQUENCIES)

1. General

Although a number of measurements may be carried out on a diode by itself, it is necessary for
an assessment of diode performance to provide a standard mounting arrangement to enable satis-
factory measurements to be made. Usually, the mounting takes the form of a standard holder
designed for the purpose. If the holder is adjustable, all adjustments are made to conform with
given measurement requirements.
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Dans le cas de diodes réversibles, il peut étre nécessaire d’effectuer les mesures avec la diode
montée de fagon 4 évaluer son fonctionnement pour chaque polarité.

Tous les composants hyperfréquences utilisés dans le matériel de mesure doivent &tre contrdlés
pour garantir un fonctionnement satisfaisant dans la bande de fréquences prescrites. Il est recom-
mandé d’utiliser dans ce but un balayage en fréquence.

Les constantes de temps, ou les caractéristiques de réponse en impulsions de tout instrument
indicateur, ne doivent pas affecter les résultats de mesure lorsqu’on utilise une modulation.

11 est essentiel de s’assurer que des champs électromagnétiques parasites n’affectent pas de fagon
appréciable la précision de la mesure,

En outre, tout générateur faisant partie du circuit de mesure doit étre capable de donner un
niveau stable équivalant & celui fourni en petits signaux a la diode en mesure.

Sauf indication contraire, il est recommande que les tolérances
signaux en hyperfréquences soient:

ales popir le niveau de

a) +0,1% pour les mesures & faible puissance imposées par
b) +1% pour les mesures 4 puissance élevée

tits signaux, et

Lorsqu’une température spécifiée est exigée, on mesuxéra Iate y 'pe de la monture

2. Mesures en continu

2.1 Courant direct (Iv)

2.1.1 Schéma

9,

VA

514/78

R = résistance de protection D = diode & mesurer

FiGcure 3

11 faut utiliser un voltmétre & grande impédance.

2.1.2  Exécution

Appliquer les conditions indiquées et mesurer le courant traversant la diode a I’aide d’un ampére-
meétre.

2.2 Courant inverse (Iy)

On mesure le courant inverse, la diode fonctionnant dans des conditions déterminées, en utilisant
la méthode décrite dans la Publication 147-2B, Section Un.
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In the case of reversible diodes, it may be necessary for measurements to be made with the

connected to provide an assessment of performance in each polarity.

All microwave components used in the measuring equipment shall be checked to ensure

diode

satis-

factory operation over the required frequency band. It is recommended that this be performed using
swept frequency techniques.

The time constants, or pulse response characteristics of any indicating instrument, must not
affect the measurement results when modulation is used.

It is essential to ensure that stray electro-magnetic fields do not significantly affect the accuracy of
measurement.

In addition, any signal source used as part of the measuring circuitry shall be capable of

stable

operation at a signal level equivalent to the small-signal conditions of the diode being measured.

sig

a)
b)

sh.

2. b.C

2.1  Forward current (Iy)

2.1.1.  dircuit diagram

nal levels should be:

10.1% for low-power measurements required under small-signal conditd
-1% for high-power measurements.

here a specified temperature is required, the temperature of the'l
| be measured when equilibrium conditions have been reached.

.|measurements

Yo

51478

D = diode being measured

FiGURE 3

1t is/essential to use a high-impedance voltmeter.

yount

2.1.2  Measurement procedure

The specified conditions are applied and the current through the diode is measured by means of
an ammeter.

2.2 Reverse current (Iy)

The reverse current is measured with the diode operating under given conditions by the m

stated in Publication 147-2B, Section One.

ethod
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3. Courant redressé (I;)
31 But
3.2 Schéma

20 —

Mesurer le courant redressé d’une diode hyperfréquences dans des conditions spécifiées.

Fréquencematrs .

A

Aénuateur
variable

/\(Soggort d'esshi

Placer la diode dans le support de mesure.

Coupleur (
Isolateur / directif W
'\\
<\\ \/
D R
Générateur -

515(78

eur associé sont

Ry, qui inclut la
it étre inférieure

sation d’un volt-
il est indiqué en

4. Impédance pour la fréquence intermédiaire (Z;)

Augmenter la puissance R.F. appliquée a la diode jusqu’a la valeur spécifiée et mesurer le courant

redressé 1.

But

Mesurer Timpédance pour la fréquence intermédiaire d’une diode hyperfréquences dans des

conditions spécifiées.
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3. Rectified current (1,)

3.1

3.2 Circuit diagram

3.3

34

4.

Purpose

Y

To measure the rectified current of a microwave diode under specified conditions.

Frequency meter

4

Isolator

Variable
/] atienuator

Directional
coupler

R.F. generator

Ci

sel

thg

VO

M

515178

the line, the power meter and its associated coupler are

alug/of the load resistance Ry, which includes the resistapce of

ent Iy can be measured on the meter A or by use of a high-impgdance

[he diode is inserted into the measuring mount.

The R.F. power incident upon the diode is increased to the specified value and the rectified current

I is measured.

Intermediate frequency impedance (Z;;)

Purpose

To measure the intermediate frequency impedance of a microwave diode under specified conditions.
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L, R

4.1  Méthode N° 1: Méthode du pont d’impédances

4.1.1 Schéma

Fréquéncemétre

AAHIIO‘AIIF Coublou r =]

et Ront
variable diregtif impédances T

/| —
\ |

Isolateur

o,

Générateur :
RE WattmétQ Signal FlI, !

516]78

4.1.2  Description et exigences du cirsyit

nt d’impédances

bur associé sont
ampéremetre A

e impédance 2 la

psistance égale a
£ a la fréquence

supérieur 2 1%

4 1.3 Précautions a prendre

La Iréquence de mesure doit ctre sullisamment basse pour que I'impedance F-1. de la diode puisse
étre considérée comme purement résistive.

4.1.4 Exécution

Placer la diode dans le support de mesure.
Ajuster le courant de polarisation, lorsqu’il est spécifié, a la valeur voulue.

Régler le générateur 4 la fréquence voulue; augmenter la puissance R.F. jusqu’a la valeur spécifiée.
Ajuster le pont d’impédances a la fréquence intermédiaire spécifiée et mesurer 'impédance de la
diode.


https://iecnorm.com/api/?name=8452d41b938fe14859359fdcf2a5bda2

— 23 —

4.1 Method 1: Impedance bridge method
4.1.1  Circuit diagram
Frequency meter
C.
I
A I [
olatg /*" coumor Z impedance |
7 - A/\
Q \
R.F. gen¢rator Power meter \F.r\>gnal -
516178
4.1.2  Clrcuit description and requirements

The R.F. generator shall be capablg” of operatingat the signal frequency, and the impegance
briflge shall be capable of operating at the d liate frequency.

The frequency meter i§ edto thedine, thepower meter and its associated coupler are
sel¢cted to measure the - levely ctifier
cugrent Zo.

The values cified
intprmediate fréghg

The circuit nd ammeter A shall have a d.c. load value equal fo the
spdcified load R

The tified
cufre

4.1.3 Precautions to be

['hevmeasurement frequency shall be sufficiently low so that the diode 1.F. impedance gan be

assumed to be wholly resistive.
4.1.4 Measurement procedure

The diode is inserted into the test mount.

The bias current, where specified, is adjusted to the required value.

The signal generator is set to the required frequency and the R.F. power output is increased to
the required power level. The impedance bridge is adjusted to the specified intermediate frequency,

and the diode impedance is measured.
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4.2 Meéthode N° 2: Méthode de substitution ou de comparaison

4.2.1 Schéma

Fréquencemétre

A | l

N,

Atténuateur Coupleur o R,
 Teolateur Aiable directif N | o

(¢
‘ > RL
|l / :

<

g.éFn.érateur Wattmatre Q\ R, R,
i \ 7
6 Q)

517(78

cnce

4.2.2  Description etexigences du 'rcu%

Le génératetiy R.K veirfonctids

bur associé sont
aleurs de L et C
fournissent une

bvée R, dont la
L une source de

. »

gsistanse R3 doit étre de l'ordre de I'impédance F.I. de Ia diode. Le$ résistances ne
te inductives & la fréquence intermédiaire. Le voltmétre alternatif ¥ doit avoir une
§dance d’entrée.

423 Précautions g prpndre

La puissance de sortie du générateur basse fréquence doit &tre telle que la diode en mesure
fonctionne en petits signaux.

4.2.4 Exécution
Placer la diode dans le support de mesure.
Ajuster le courant de polarisation, lorsqu’il est spécifié, a la valeur voulue.

Régler le générateur a la fréquence intermédiaire voulue et augmenter la puissance de sortie R.F.
a la valeur voulue. :
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4.2 Method 2: Substitution or comparison method

4.2.1  Circuit diagram

Frequency meter

V4

1solator

Ariable Directional
attenuator coupler

‘R,

R.F. genera

or Power meter

422 (

sel
ch|

€q

m ptdance to provide a constant current a.c. source.

2 resistance of the order of the diode 1.F. impedance. Resistor
be g intermediate frequency. The a.c. voltmeter V shall have a high
im

4.2.3 RreCautions to be observed

- RL

&d to the load Ry, with a high resistance R, whose v

517(78

er are
C are
de an

hlue is

shall
-input

The power output of the fow=frequency generator stratt ot exceed the stratt=sigmat capabrt

the diode being measured.

4.2.4 . Measurement procedure

to

The diode is inserted into the test mount.
The bias current if specified is adjusted to the required value.

The signal generator is set to the requested intermediate frequency and the R.F. output is inc
the required power level,

ties of

reased
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Ajuster le générateur de courant constant basse fréquence 4 la valeur de courant spécifiée.

Noter la tension aux bornes de la diode. Commuter ensuite, par S;, Ia tension basse fréquence de
la diode & une résistance de référence (Rs) dont la valeur se situe a intérieur des valeurs d’impédances
F.I. données. Comme la tension aux bornes de la diode est proportionnelle & sa résistance de sortie,
on peut étalonner le cadran de ’appareil de mesure en Zj;.

On peut, d’autre part, a la place du commutateur S; et de la résistance de référence R, introduire
un certain nombre de résistances étalonnées ayant des valeurs convenables dans la gamme d’impé-
dances F.1. dans le dispositif de montage de la diode et ¢talonner en conséquence le volimétre de
sortie.

5. Rapport (taux) d’ondes stationnaires

5.1

5.2 Schéma

But

Mesurer le rapport (taux) d’ondes stationnaires d’une dio
spécifiées.

s des conditions

Fréquencemétre

/& Y

Isolateur

Mur

O

Générate
R.F. Wattmeétre

&RL

ekr\’s) byt : Ligne fendue ZF
\/
7

. ID J

51878

Ry, = résistance de charge spécifiée
Ficure 7

Note. — Le filtrage doit étre suffisant pour éviter a I'indicateur de répondre aux harmoniques enfendrés par la diode

en-essai

5.3

Description et exigences du circuit

Le fréquencemétre est faiblement couplé & la ligne, le wattmétre et son coupleur associé sont choisis
de fagon & donner un niveau de puissance convenable.

Le couplage entre la sonde reliée a I'indicateur et la ligne fendue doit €tre aussi faible que possible,
de sorte que le champ au voisinage de la ligne ne soit pas sensiblement perturbé.

Les valeurs du rapport (taux) d’ondes stationnaires mesuré dépendent de la caractéristique du
détecteur utilisé dans I'indicateur; sa réponse aux différents niveaux de puissance doit étre vérifiée
et étalonnée.
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The constant current low-frequency signal from the generator is adjusted to the required value.

The voltage across the diode is recorded. The low-frequency voltage is then switched from the
diode using S; to a reference resistor (Rs) whose value is within the I.F. impedance values given. As
the voltage across the diode is proportional to its output resistance, the measured voltage reading
meter may be calibrated in terms of Zj.

Alternatively, in place of the switch Sy and reference resistor Rs, a number of calibrating resistors
having appropriate values in the required I.F. impedance range may be introduced into the diode
envelope and the output voltmeter calibrated accordingly.

5. Voltage standing wave ratio

5.1

5.2 Citcuit diagram

Pufpose

To measure the voltage standing wave ratio of a microwave diode ifions.

Frequency meter dicator

# <> G%

v

-l —

Variable irectiohal ,
isolafor /4nuator % Slotted line /N

AN N\

| R.F. gerlerator Power meter

RL

L{ A

5.3

518178

Ry, = stated load resistance

FIGURE 7

Nofe. —{ There mustYe sufficient filtering to prevent the indicator from responding to harmonics generated|by the
diode under test.

Circuit description and requirements

The frequency meter is loosely coupled to the line, the power meter and its associated coupler are
selected to give a convenient power reading.

The coupling between the indicator probe and the siotted line shall be as loose as possible, so that
the field within the line is not significantly affected.

The values of the V.S.W.R. measured are dependent upon the characteristic of the detector used
in the indicator; its response to varying power levels shall be checked and calibrated.
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L’ampéremétre A mesure le courant redressé Io. La résistance de charge Ry, comprend la résistance

de I'ampéremétre.

5.4  Exécution

Placer la diode dans le support de mesure et la faire tourner, si besoin, pour rechercher la lecture
optimale. Augmenter la puissance R.F. appliquée a la diode jusqu’a la valeur spécifiée. Ajuster la

ligne fendue afin de lire sur P'indicateur les valeurs Vigax et Vi,

Vma,x

On a alors :
Vmin

R.O.8. (ouT.O.8) =

Une autre méthode consiste a évaluer le R.O.S. (ou T.0.S.) par la détermination des énergies

incidente et réflechie sur la diode (retlectometre). Si1 P; est la puiss
appliquée a la diode et P, la puissance réfléchie, on a:

R.0.8. (ouT.0.8) =

De plus, on doit tenir compte

$s coupleurs utilisés ont une

5. (ou T.0.5.) en valeur d’impédance ou d’4
ce dans le systéme de transmission. On peut r¢

lences incidente

)

enue directement
éral (permettant
tre. En utilisant
rcuit de fagon a
bcordé n’est pas
te pratiquement

forte directivité,
fu coefficient de
s coefficients de
par une charge

dmittance, il est
aliser facilement
Emes dimensions

1 L, i 1 1 e LN 10 4 1 R | A h & M
L 1abiCUul Ue ULt 4 ) U Ul 1vdtall Llubl\/UllLiu\/ ol UL Pal Y bAPLUDDlUll.

Ny

J -
kT,BG

ol:

N, = puissance de bruit en sortie

k = -constante de Boltzmann = 1,38 x 10723 J K1

T, = température absolue, en kelvins (on prend par commodité 293 -5 K)
B = largeur de bande efficace du réseau

G = gain en puissance du réseau
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6.

— 929 .

Ammeter A measures the rectified current I,. The load resistor Ry, includes the meter resis

{

tance.

Measurement procedure
The diode is inserted into the measuring mount and rotated, if necessary, to optimize the per-
formance. The R.F. power incident upon the diode is increased to the specified value. The values
of Viax and Vi, as measured on the indicator are obtained by adjustment of the slotted line,
. Vinax
Then: V.S WR.=_———
Vmin
Alternatively, an assessment of the V.S.W.R. may be made by an inspection of the energy which
is Ipcidemt upon and reitected 1o diode (reftectomete P e TICT i power
applied to the diode and P, the reflected power, then:
Pillz + P1'1/2
VSWR. = 5w (5
tor tecatéd immedi-
atdly in front of the detector on the reflected-power side ar: in the
reflectometer. Using a waveguide switch or gate, the mixer ler to
ref pf the
reflection, so that the indicator reading is essentially uncharged short
cir|
erably
no 1 into
ac Ctivity
of uality
mgtched termination,
ential
to|give a re cadily
achieved by the As being
mg¢asured.
Ovey:
Theory

'The noise factor (F‘) aof any network is givpn hy the PYPrPQQinn'

Ny

F:knBG

where:

Ny = output noise power

k == Boltzmann’s constant = 1.38 x 1023 J K~1

T, == absolute temperature, in kelvins (taken for convenience as 293 4-5 K)
B == effective bandwidth of the network

G = power gain of network
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Lorsqu’un signal de puissance d’entrée disponible N est appliqué a P’entrée du réseau, le bruit en
sortie Np devient:

N, = F(k T, BG) + N'G

s Ny N’
d’ol: E_1+F/€TOB
N’ 1
et: F= T B ]_VE__l 6)
Ny

Si la puissance d’entrée disponible N’ est appliquée au réseau pour modifier, 13 valeur du bruit

en sortie du réseau, en maintenant constants le gain et la bande nte de tedernjer, les valeurs de
gain et de bande passante sont éliminées de I’équation et les mesures deviennent ipdépendantes des
caractéristiques de Pamplificateur pourvu que celles-ci demeyre ble

Schéma

A

ﬁénuateur Cofupl 11\\)7 AN Circuit de
étalonné frectif - N - couplage
7 N

Y

RL
Source de bruit e .
étalonné: N \)\ Charge If«j\jpllﬂcateur
Iy
\ J

A Z ]

N \/\%e RF. Indicateur
Fréquencematre
; 519178

Isolateur

Oscillateur
local

FIGURE 8
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When a signal of available input power N’ is applied to the input of the network, the output

noise N, becomes:

and hence:

and:

F=vT. 5

Ny = Fk T, BG) + N'G

N
FkT,B

Np
Mo

L ©)

frqm the network, maintaining a constant gain and bandwidth of the netwo
anfl bandwidth are removed from the expression and any measurement be
‘anjplifier characteristics providing they remain stable.

Cikeuit diagram

A

£ the-available ;nPuf power N'is apPlipd iothe network to nhnngp the valne of the ontput noise
S

{ gain
of the

Clibrated . Directional N ‘O ) \X Coupling
attenuator o coupler N 0 S il circuit
D
( ~/
A / ) Y
\- RL
cobras || Ao 1\ [\ ra—-——
y | .
J
Tenmination Q R. }%\/ Indicator
. I Frequency meter 510178

——

Isolator

Local
oscillator

FIGURE 8
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Si la température de bruit effective d’une source de puissance de bruit est 7"en kelvins, la puissance
d’entrée disponible N’ est donnée par:

ML P

d’ou: F = l—]: fl} ! @)

agon a donner une
illhteur local (voir

fagon a adapter
bande passante

irgeur de bande.

ble que la charge

échie par le plasma
ign des conditions
e le filament est

e’bruit en service au moyen |d’un atténuateur
it soit toujours dans le méme état.

cthodes suivantes:

cifié.

iteur étalonné de
a source de bruit
convenable de la
d’appliquer a la
puissance de bruit suffisante pour donner, sur I'indicateur, une lecture dguble de la valeur
initiate/L.a puissance de bruit délivrée par la source de bruit est alors égale au br
peut donc déterminer directement la puissance de bruit du réseau.

hit du réseau; on

Le fait de doubler la puissance de bruit en sortie peut étre valablement vérifié par I'utilisation d’un
atténuateur de 3 dB dans amplificateur F.I. On doit s’assurer que Patténuateur de 3 dB est adapté
au circuit.

. e .. N |1
Ainsi: N = 2 N, et ’équation (6) devient: F, = ¥ T. B Laj

ou a; est 'atténuation R.F.
. , T
Comme: N =kT,B|— —1],
T,
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If the effective noise temperature of a noise power source is T in kelvins, the available input
power N’ is given by:

o ,
NI:ICTO[—TTO—l} B
T I 1
hence: F= l:f) —1} {VE > )
; .

Circuit description and requirements

The R.F. filter shall have a high Q at the local oscillator frequency, in order to provide a minimum

stated TT]eCtIoN O € ITOISE SIdecoangs generatet e 1oCar O ato CZXPPeIRiIX 7X).

utput
im

to the
which
Emove
“hot”
brated

ca
m.
€1
an

M|

The measuremen

Doubling the@t

adjusted to the specified values. The calibrated attenuator is|set to
prpvi ' ioln so that negligible power from the noise source is received py the
dipde i shown
o1} 1 noise
S0 riginal
ce the

3 dB
attenuator in the I.F. amplifier. Care must be taken to ensure the 3 dB attenuator is matched into
the circuit.

Thus: N, = 2 Ny, and equation (6) becomes: F, = e ];0 5 L;lr—f]

where g, is the R.F. attenuation

Since: N':kTOB‘TZ—ll,
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ona: F, =

®

(4%

Lorsque la puissance fournie par le générateur de bruit est utilisée a la fois pour la fréquence du
signal et pour la fréquence image, le facteur de bruit est égal a deux fois la puissance de bruit
appliquée N, soit:

[t +r] [TZ -1]

F, 9
o ” ©
o B gonce nage
atn-i-Jafréquence—dusignal
ce qui, exprimé en décibels, donne:
.
Fo (dB) == 10 loglo (1 + I') —I— 10 10g10 T —1 -—arp (10)
_+0 -
ol ay est exprimé en décibels.
6.2 Méthode de I'atténuation F.I.
Régler la diode comme dans le paragraphe 6
Dans cette méthode, placg : eur F /L. circuit (en général entie I'amplificateur

: i uf indiqué dans la figurg 8, page 30). On
doit s’assurer d’une adaptation correcte de Ratté . dans le circuit.

La méthode est semblabl¢’a celle déegie le paragraphe 6.1; mais elle en différe en ce que,
lorsqu’on applique la puissance du ¢ de bruit & la diode en réglant I'atténuat¢ur R.F. étalonné
; er la puissance de.sortie, o

régle latténuateur F.I. pour ramener le niveau de

T 1
P = av

b Iq “puissance fournie par le générateur de bruit est utilisée a la fois pour la frgquence du signal
réquence image, on a:

T ]t
F0:[1+r] 5;(;—‘"17 _E-:—TJ (12)
ce qui, exprimé en décibels, donne:
F, (dB) = 10 logio [1 4 r] + 10 logse [-ZZ ——1—| —10 logio [ae—1] (13)

ol ay; est exprimé en décibels dans I’équation (13).

6.3 Méthode de la puissance de sortie

Régler la diode comme dans le paragraphe 6.1 et opérer de méme, a la différence prés qu’il n’est
pas nécessaire de doubler la puissance de sortie. On peut avoir n’importe quel niveau de puissance
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6.2

6.3

then: F, = 8

When the noise source power is available at both signal and image frequencies, the noise figure
will be equal to twice the applied noise power N', i.e.:

[1-++#] [TT —1}

Fo = ot (9)
where: _ gal.n at 11?f1age frequencTes _
gain at signal frequencies

which, expressed in decibels, becomes:

F, (dB) = 10 logip (1 4 r) 4 10 logy '% —1] — Gy (10)

o .

where a, is expressed in decibels.
L§. attenuation method

The diode is fitted as in Sub-clause 6.1,

In this method, an I.F. attenuator is included j d pre-
amplifier sections which make up the gm taken
to|ensure the correct match of the I.F

The method is similar to that in Sub-clause 6 Kource

butput

pqwer, the LF. attenuatog is adjusted\to r the \power output level shown on the indicgtor to
itq original value.

is fapplied to the diode by adjustment (of thi calibrated

Hence:
2
where ay; is theL.
T 1
Then: F, = kP ~1][m] . . (11)
Il wer 1s available at both signal and image frequencies, then
o .
Fo=[147] »770~—1 air_1| (12
W 1ib}l, CAPICDDCL‘I ill dcui'uclb, siVCb.
Fg (dB) = 10 logm [1 —l— l’] + 10 logm [% —‘l] —10 logw [aif——l] (13)

where a; is expressed in decibels in equation (13).

Output power method

The diode is fitted as in Sub-clause 6.1 and the procedure is similar, except that the doubling of
the power output is not required. Any suitable power levels may be shown on the indicator provided
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sur Pindicateur, pourvu que le rapport des puissances de sortie indiqué Na/N; soit mesuré dans la
partic quadratique de la caractéristique du détecteur.

Dans ce cas, on peut utiliser directement I’équation (7).
T 1
Ainsi: Fo= |z —1 .
¢ [To ] N2 1]
N i
Si la puissance fournie par le générateur de bruit est utilisée a la fois pour la fréquence du signal
et pour la fréquence image, on a alors:

FO:[]+1'][%—-1} ! ;

ce qui exprimé, en décibels, donne:

F, (dB) = 10 logiy [1 + ] + 10 logy, [—;— —1 (14
7. Rapport de température de bruit en sortie
7.1 Méthode de mesure directe
7.1.1 But
Mesurer le rapport de température de"bxuit ent gorti ne diode hyperfréquencep dans des condi-
tions spécifiées de fréquencg
7.1.2 Schéma
Générateur
de bruit

<>‘ ] Y

Filtre R.E _ tténua Counl o R} Circuit de
nire K.k¢ - vatjable Gupieur o EI ‘ o couplage
-———..a_\ Lol

Y

¥

XX WV |

A
Ry .
Isolateur Fréquencemétre Wattmatre ,:;nphﬁcateur
I AL
i %7, Y
Générateur dAeppma;:illre
F de sortie
520178

R = résistance de référence non inductive

FIGURE 9
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that the indicated output power ratio Na/N; is measurable within the square law part of the detector
characteristic. '
1In this case, equation (7) may be used directly.

T 1
Thus: F, = [i —1] —_

If the noise source power is available at both signal and image frequencies, then:

Fo:[1-;-r][; _1] [Nzl ’
e

W‘Lich, expressed in decibels, gives:

F, (dB) = 10 logyo [1 + r1 -+ 10 logso [% — 1J — 10 1o (14)

7. Output noise ratio
7.1  Direct measurement method

7.1.1 Purpose
. [To measure the output noise ratio of a micro pecified conditions of freguency

and bias.

7.1.2  CQircuit diagram

Noise
genprator

R
o R = Coupli
R.F. fijter - Coupler 1O l I ci(r)cfu)itmg
A
< * "
? gRL 1
Isolator Eréquency meter \ Power meter I.F. amplifier
/o
A 7J;7 Y
R.F. generator Ou:pgt
mete
52078

R = non-inductive reference resistor

FIGURE 9
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7.1.3  Description et exigences du circuit

Le filtre R.F. et le support de mesure de la diode doivent étre conformes aux exigences données
dans T’article 6. Si 'on désire une plus grande précision, on doit accorder le circuit de couplage
pour chaque diode. Le circuit de couplage ne doit pas dissiper.

Le gain et la bande passante de Pamplificateur F.I. doivent étre spécifiés. Le facteur de bruit de
Pamplificateur doit étre plus faible que la valeur de bruit en sortie prévue pour la diode en mesure.

La conductance de sortie du mélangeur doit étre égale a celle de la diode en mesure. Par commodité,
il est préférable de disposer d’un certain nombre de résistances de référence qui couvrent la gamme
des impédances F.I. prévues pour les diodes en mesure; elles doivent étre montées dans une position,
physiquement et électriquement, équivalente a celle de la diode.

7.1.4 .Exécution

Placer la diode dans un support de mesure spécifié, dang des i ¢ fonctionnement
spécifiées. Le bruit en sortie de la diode est appliqué & un amplifica ctéristiques connues,
et mesuré sur un appareil en sortie. Ce bruit est comparé a it 8xi a g I'une résistance

de référence normalisée, mise dans le support a la placg dea diods ; itjons demeurant
inchangées.

ure de bruit en
t référence. On
urant de bruit.

On peut étalonner appareil de mesure de sg

7.2 Valeur calculée

Comme la valeur mesurée, indiquée au paragraphe 7.1, dépend d’exigences précises du circuit de
mesure, il est quelquefois plus précis de déduire le rapport de température de bruit en sortie (V)
des mesures de facteur de bruit total (¥,) et de perte de conversion (L,), a condition d’avoir mesuré
cette derniére et, dans ce cas:

F
Nr:i*:—’“ i+ 1

ol Fy est le facteur de bruit de Pamplificateur F.I.
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7.1.3  Circuit description and requirements

The R.F. filter and diode measurement mount must conform to the requirements given in
Clause 6. If more accuracy is required, means should be provided to tune the coupling circuit for

each individual diode. The coupling circuit shall be non-dissipative.

The gain and bandwidth of the I.F. amplifier shall be specified. The noise factor of the amplifier
must be lower than the expected noise output value of the diode being measured.

The output conductance of the mixer shall be equal to that of the diode being measured. For
convenience, a number of reference resistors (covering the I.F. impedance range expected of the
diodes under measurement) shall be available; they shall be mounted in a position which is physically

and electrically equivalent to that of the diode.

7.1.4

Measurement PEO cedure

The noise output from the diode is applied to the amplifier having
mepsured in the output meter. This noise is compared with the injected
refgrence standard resistor mounted in the measuring mount in place
rerpaining the same. ’

,.

noise current through the reference standard resistor. A
didde may be used to generate the noise current,

The output noise ratio is given by:

where:
¢ = elementary charge (1.6
k = Boltzmann consta

I = average (d.c.) anode ci
T, = reference @
g = mixer I.F. owp

N |= indicated oupput
N, = indicated

7.2  Cdleulated value

tions.

ionic

As the measured value, as given in Sub-clause 7.1, is so dependent on stringent measurement
circuit requirements, it is sometimes more accurate to derive the output noise ratio (N;) from the
measurements of overall noise factor (¥,) and conversion loss (L), provided the latter has been

measured, in which case:

F,
Ny =7 = Fat 1

where Fy; is the noise factor of I.F. amplifier.
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8. Perte de conversion

But

Mesurer la perte de conversion d’une diode hyperfréquences dans des conditions spécifices.
8.1 Méthode par accroissement en continu
8.1.1 Schéma
Polarisation du circuit (s'il y a lieu)
-
Fréquencemetre
Rc
/ <\ G )
AN
‘ Atténuateur /\
Isolateur -variable Coupleur x
/| N L L
h‘ ; @
O .
énérateur /
g NASN ’ B
+ /‘\—
77
FiGurg 10

&tre supérieure & 100 kQ. On peut aussi substituer a ensemble résistance-p
¢ source de courant constant régulée électroniquement. La résistance entr
le curseur du potentiométre N° 1 doit &tre trés inférieure & R;.

ressé (Ip) doivent
nuateur variable

P .

lle-potentiométre
e le mélangeur et

8.1.3  Précautions a prendre

Aucune précaution spéciale.

8.1.4 Exécution

Placer Ia diode dans le circuit de mesure indiqué dans Ja figure 10 et la faire fonctionner dans les
conditions spécifiées. Appliquer a la diode un faible niveau connu de puissance hyperfréquences (P). -
Ajuster le potentiométre N° 2 de fagon que le courant fourni par la source continue (B) compense

exactement le courant redressé (o). Faire varier la puissance hyperfréquences appl

iquée d’une faible

quantité (AP) et mesurer la petite variation correspondante du courant redressé (Aly). .
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8. Conversion loss

Purpose

To measure the conversion loss of a microwave diode under specified conditions.

8.1 D.C. incremental method

8.1.1 Circuit diagra

m

Frequency meter

— 4] —

Bias circuit (as appropriate)

AR

b

Variable
Isolator Aenuator

Coupler
)

R.F. generator

8.1.2 (

C

source may. be
the mixer and

substituted for this resistor, the battery, and potentiometer 2. The resistance b
the'tap of potentiometer 1 is much lower than R;.

Power mete

5

ly

@

+ T N\~

ust be
r may

urrent
ttween

8.1.3 Precautions to be observed

No special precautions.

8.1.4 Measurement procedure

The diode is inserted into the measurement circuit as shown in Figure 10 and operated under
specified conditions. A known low level of microwave power (P) is applied to the diode. The potentio-
meter (2) is adjusted so that the current supplied from the d.c. source (B) reduces the indicated
rectified current () to zero. The applied microwave power is then changed by a small amount (AP) ‘
and the resulting small change in rectified current (Aly) is measured.

N

521/78
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La perte de conversion peut alors se déduire de Pexpression:

2

- 1 [ALTET 1 E
2 | Y . [
P&y |ap] %+ %)

AP = faible variation de la puissance hyperfréquences

L,

ou:

Aly = variation correspondante du courant redressé

. AP
P, = puissance moyenne P + 5

Z;p = impédance F.I. d’une diode normalisée

La méthode par accroissement en continu n’est pas directeme

8.2  Méthode par modulation d’amplitude

8.2.1 Schéma

Fréquencemétre

adaptée a | essai rapide de

_Celles-ci peuvent
eraphe 8.2).

S

N Atténuateur \
varia Coupleur ZS

N )

(> w

Wattmeétre

Isolateur

Lp

FIiGURE 11

8.2.2" Description et exigences du circuit

R est la rési ntin

R
—2£<Zif<2RL

(cette approximation conduit & une erreur inférieure a 0,5 dB).

7)7

la diode fournissant le courant continu et les impédances 2 la fréquence de modjilation spécifiés

522{78

la charge destinée & satisfaire aux exigences syivantes:

Le modulateur peut &tre réalisé & 'aide d’un atténuateur variable entrainé par une diode PIN.
11 peut étre remplacé par une modulation directe du générateur, mais dans ce cas on peut rencontrer
quelques difficultés, car il est essentiel d’indiquer avec précision la valeur du taux de modulation.

11 peut &tre nécessaire de régler les sources de polarisation.

8.2.3 Précaution: Le coefficient de modulation ne doit pas &tre supérieur a 10%.
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The conversion loss is then derived from the expression:

where:

2

1 TALET 172
2 —_— —_— — —
Po R 7 [AP] [RL + z}

L, =

AP == small change in microwave power

Aly

i

P, == average power P + AZ—

Zie

I

corresponding change in rectified current

P

1.F. impedance of standard diode

The d.c. incremental method is not readily adapted for rapid production testing, but it is used

majnly to establish an absolute calibration of standard diodes. These standard

used to calibrate the amplitude modulation method (Sub-clause 8.2).

8.2 Amplitude modulation method

8.2.1 Cyrcuit diagram

Frequency meter

S may then be

Isolator

o O ®)> T

R.F. g¢nerator

8.2.2 Jircuit de

IN -
Kt?;/kgtaor/ \ CS%N ZS

NN A
& bPower meter %7

iding d.c. and modulation frequency impedances as specified

FIGURE 11

riptiomand requirements

522/78

R:, is(the d.c.Yead resistance to comply with the following requirements:
Ry z A n
7 725 Z I\T,

(this approximation leads to an error smaller than 0.5 dB).

The modulator may be realized by means of an adjustable attenvator driven by a PIN diode. It
may be replaced by a direct modulation of the signal source, but in this case, as an accurate
assessment of the value of the modulation coefficient is essential, some difficulties may be encountered.
The bias supplies may need adjustment.

8.2.3 Precaution: Modulation coefficient is not more than 10%.
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8.2.4 Exécution

Placer la diode dans le circuit comme 'indique la figure 11, page 42, ou elle fonctionne dans des
conditions déterminées. La puissance hyperfréquences arrivant sur la diode est modulée en amplitude
a basse fréquence, avec un taux de modulation déterminé. L’enveloppe de la modulation est détectée
par la diode et une tension alternative apparait aux bornes de la charge de la diode. Connaissant
le taux de modulation et la puissance délivrée par le générateur, on peut déterminer la perte de

conversion comme suit:

'
“w

_ m* P Ry
c T Vz
ou:
m = taux de modulation (inférieur 4 10%)
P = puissance moyennc appliquée a la diode
Ry, = résistance de charge de la diode

V' = tension alternative basse fréquence aux bornes de Ry,

relative de com-
obtenues par la

n d’indiquer leur

nesures absolues,

e de 'application

Générateur Support
d'impulsions de diode

523]78
FIGURE 12

9.4

n . . . 1 . .
LICHCT l_[/LLUIl (4] (,./‘LECHLCA au CIreill

Le générateur d’impulsions ou le générateur R.F. est adapté a la ligne de transmission reliée au
support de mesure de la diode. La puissance ou I'énergie de 'impulsion spécifiée est la puissance ou
I’énergie disponible a la ligne de transmission. La dissipation réelle dans la diode dépend de I'impé-

- dance de la ligne de transmission et de la géométrie du support de mesure, 'une et 'autre devant étre

spécifiées.

Précautions a prendre

Lorsqu’on utilise un interrupteur mécanique a contacts, on doit prendre soin que des variations
possibles de la résistance de contact n’affectent pas la sévérité des conditions d’essai.
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8.2.4 Measurement procedure

9. Burnjout energy

9.1

9.2

9.3

9.4

The diode is inserted into the measurement circuit as shown in Figure 11, page 43, and operated
under specified conditions. The microwave power incident upon the diode is modulated in amplitude
at a specified low frequency by a specified amount. The modulation envelope is detected by the
diode and an a.c. voltage developed across the diode load. Knowing the percentage of modulation
and the signal source power, the conversion loss may be obtained from:

I mz P RL
c V2
where:
m = modulation coefficient (not more than 10%)
P =_mean poweron the diode

Ry, |= load resistance of the diode

V |= low frequency a.c. voltagé across Ry,

cade of a relative assessment, standard diodes as obtained using
(Sub-clause 8.1) may be used.

As m?, P and Ry, are constants of the measurement circuit

value when making relative measurements.

esdential to obtain an accurate measurement of

Pyrpose

To determine the [ch
pullse energy.

Cieuit diagram <\
Y € generator ;?(',ff:r

FIGURE 12

microwave diode caused by application of R|.F. or

523178

Circuiv description and requirements

The pulse or R.F. generator is matched to the transmission line connected to the diode measuring
mount. The specified power or pulse energy is the power or energy available from the transmission
line, The actual dissipation within the diode depends upon the transmission line impedance and
upon the measuring mount geometry, both of which must be specified.

Precautions to be observed

Where mechanical switch contacts are used, care must be taken to ensure that possible variations
in contact resistance do not affect the severity of the test conditions.
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Si Pessai est effectué pour de faibles vitesses de répétition, inférieures a 200 Hz, il est recommandé

d’utiliser comme interrupteur un relais a mercure,

9.5 Exécution

La diode est soumise & Pune des épreuves suivantes suivant le cas; aprés I’essai, mesurer la diode

pour déterminer la variation du bruit en sortie produite.

9.5.1 Energie de destruction due & des impulsions répétées

La diode est soumise & un nombre d’impulsions spécifié ayant une durée spécifiée (plus courte que
la constante de temps thermique de la jonction de la diode), un taux de répétition spécifié et une
énergie spécifiée. La polarité de 'impulsion est celle qui correspond au sens du courant donnant

Peffet le plus sévére.

9.5.2 Energie de destruction due d une seule impulsion

On applique la puissance spécifiée en
une durée déterminée. Cette¢ pii

e spécifiée (plus
rcuit engendrant

afgé & une tension

st réalisé de telle

jitions spécifiées.
. diode pendant
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